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XRD: -scan

Si (111)

AlN (002)

0.312 nm

0.384 nm Mismatch = 19 %

 Signature of epitaxial growth of AlN at low temperature
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DRX: -scan (rocking-curve)
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Cracking of AlN MBE film with thickness > 150 – 200 nm

 AlN PVD films with no cracking up to 600 nm

 Stress control of the GaN upper film

FWHM10 nm= 2°

FWHM20 nm= 1.2°

FWHM25 nm= 1.1°

FWHM42 nm= 0.9°

FWHM50 nm= 0.9°

AlN PVD (IMN)

Si (111)

AlN MBE (CRHEA)

Si et AlN PVD/Si substrate Comparison
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Structure of HEMT device with AlN (PVD) Epiready substrate

Thèse J. Camus (2011-2014)

GaN epitaxial growth

Growth of epitaxial GaN films
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Thermal Properties

0

50

100

150

200

250

300

350

0 2000 4000 6000 8000

dcMS
HiPIMS
Etude 1
Etude 2
Etude 3


 th

(W
. 
K



.m

 

)

Epaisseur (nm)

Magnétron équilibré (RC > 9°)

RC = 2.3°

R
C

 =
 1

.6
°

R
C

 =
 2

°

R
C

 =
 1

.8
°

Film contraint 

Etude (1) et (2) : C. Duquenne, Thèse de doctorat, Université de Nantes (2008)

Etude (3): A. Soussou, Thèse de doctorat, Université de Nantes (2011).

 HiPIMS films exhibit thermal

conductivity up to 250  50 W.K.m
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QCL @3.9µm

 AlN integration in a real process

Patent: « Dispositif optique utilisant un dépôt de 
Nitrure d’Aluminium, non épitaxié, assurant une 
fonction optique »

WP 3. Thermal managment of QCL devices
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AlN as secondary passivation layer
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WP 4. High thermal conductivity passivation
of GaN-based HEMT
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La synergie entre les aspects thermiques et les procédés couches minces fait de l’IMN un 
partenaire privilégié non seulement pour réduire la température  d’élaboration des 
composants électroniques mais aussi pour assurer leur management thermique. 
Participation au Labex Ganex qui est cordonné par le CRHEA et qui rassemble toute la
communauté du GaN en France.

 Collaboration dans le cadre du Labex Ganex,

thèse Ganex et Conseil Régional PdL de Salma

Bensalem en collaboration avec l’IEMN à Lille, le

CRHEA à Sophia Antipolis et le LAAS à Toulouse

(2012-2015).

Collaboration DGA dans le cadre de la thèse de

Julien Camus en collaboration avec 3-5 Lab. à

Marcoussis (2011-2014).

Thèse CEATech De Sylvain SIM avec le CEA, La

Région PdL et ATLANTIC. La thèse est adossée à

l’ANR Fichtre en collaboration avec le CEA- LITEN,

INP Grenoble et des industriels (Savimes,

Polymage, CCIT et Id3) (2013-2016).


